ELETRONICA DE
POTENCIA Z



PROTEGAO CONTRA DI/DT (SMUBBER)




O EFEITO INDUTOR

Oscilacoes de corrente indesejaveis na rede
podem causar danos a carga e ao tiristor

A reatancia Indutiva
*" Comportamento tipico de um indutor (bobina)

7" Reage a variagdo de corrente mudando seu
compor tamento “resistivo” da forma:

X; = 2nfL

7" Essas variacoes geralmente sdo causadas pela
insercdo indevida de harmonicas nha rede
eletrica por fontes chaveadas e dispositivos
chaveadores tais como soft starters e
inversores de frequéencia

* Ruldos tem frequéncia elevada e curta
duracdo. Durante esse periodo a reatancia
indutiva estara elevada proporcionalmente a
frequéncia limitando sua passagem.
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reatancia capacitiva
Comportamento tipico de um capacitor

Reage a variacdto de tensao mudando
seu comportamento “resistivo” da
forma:
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Neste caso, ocorre o i1hverso, isto e
a “resisténcia” estarda se aproximando
de zero criando uma passagem
alternativa.
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Note que o Capacitor e colocado em
PARALELO com o SCR
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“r Assim, o capacitor atuard durante o
tempo de carga limitando a accdo do ruido

“r Vejamos:
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DESLIGAMENTO DO TIRISTOR

SCR
dispara

o \

[}Dﬂ

Inversao de
polaridade

| ¢ | O
| CUFPER L___J’F—““a\h

Leckage

wt

wt



TIPOS DE TIRISTORES

» SCR - Silicon Controller Rectifier

= GTO - Gate Turn-Off thyristor

=~ |GBT - Insulated Gate Bipolar Transistor
=~ TRIAC - Triode AC switch

= RCT - Reverse Conducting Thyristor

= SITH - Static Induction THyristor

= LASCR - Light Activated SCR

> FET-CTH - FET Controlled Thyristor

= MCT - Mos-Controlled Thyristor



ISOLAMENTO DE CIRCUITOS DE DISPARO
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TRANSISTOR DE UNIJUNGAO (UIT)
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DESCRICAO DO UIT
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CONSIDERACOES

~ Ha, pelo menos, 9 tipos de tiristores

= Apenas os GTO0s, IGBTs, SITHs e os MCTs sao desligaveis pelo
gatilho

7 Devido as suas cardacteristicas reais os tiristores
nhecessitam ser protegidos contra di/dt e dv/dt.

Necessi1tam de shubber

=~ E necessdrio isolar o circuitos de disparo do circuito de
poténcia
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